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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月23日(2016.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　（７）本発明の実施形態に係る炭化珪素半導体装置の製造方法は、六方晶の単結晶構造
を有し、かつ第１の主面（１０ａ）と、第１の主面（１０ａ）とは反対側に位置する第２
の主面（１０ｂ）とを有する炭化珪素層（１０）を準備する工程を備える。炭化珪素層（
１０）を準備する工程は、第１の導電型を有し、第２の主面（１０ｂ）を規定するコレク
タ領域（１１，１２）を形成する工程と、第２の主面（１０ｂ）とは反対側のコレクタ領
域（１１，１２）の表面に、第１の導電型とは異なる第２の導電型を有するベース領域（
１３）を形成する工程と、ベース領域（１３）上に、第１の導電型を有し、かつ第１の主
面（１０ａ）を規定するエミッタ領域（１４）を形成する工程とを含む。製造方法は、エ
ミッタ領域（１４）を貫通してベース領域（１３）に至る側壁面を有するトレンチ（ＴＲ
）を形成する工程をさらに備える。トレンチ（ＴＲ）を形成する工程は、｛０００－１｝
面に対して、５０°以上７０°以下の角度を有する第１の領域（ＳＷ１）を形成するため
に、炭化珪素層（１０）の第１の主面（１０ａ）を化学的に処理する工程を含む。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　オフ角θは、好ましくは８°以下の角度であり、たとえば４°または８°である。具体
的には、主面１０ｃの法線ベクトルｚが＜１１－２０＞および＜１－１００＞の少なくと
も一方の成分を有するように、ｎ型層１２の主面１０ｃ（図４）は、｛０００１｝面から
オフした面である。好ましくは、主面１０ｃの法線ベクトルｚが＜１１－２０＞の成分を
有するように、主面１０ｃは｛０００１｝面からオフした面である。図３において、方向
ｃは［０００１］方向（つまり六方晶炭化珪素のｃ軸）であり、方向ａ１はたとえば＜１
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１－２０＞方向である。オフ方向とは、主面１０ｃの法線ベクトルｚが［０００１］方向
から傾斜している方向である。図３の場合において、オフ方向はａ１方向（つまり＜１１
－２０＞方向）である。図４において主面１０ｃは、（０００１）面がａ１方向にオフし
た面である。面内オフ方向とは、オフ方向（ａ１方向）を主面１０ｃに投影した方向であ
る。この実施の形態において、面内オフ方向は、ａ１１方向である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　熱エッチングは、たとえば、少なくとも１種類以上のハロゲン原子を有する反応性ガス
を含む雰囲気中での加熱によって行ない得る。少なくとも１種類以上のハロゲン原子は、
塩素（Ｃｌ）原子およびフッ素（Ｆ）原子の少なくともいずれかを含む。この雰囲気は、
たとえば、Ｃｌ2、ＢＣｌ3、ＳＦ6、またはＣＦ4である。たとえば、塩素ガスと酸素ガス
との混合ガスを反応ガスとして用い、熱処理温度を、たとえば７００℃以上１０００℃以
下として、熱エッチングが行われる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２５】
　上記のように、第３の実施の形態では、ｎ+型層１４（エミッタ領域）とｐ型層１３（
ベース領域）との接合面と、第２の領域ＳＷ２とが垂直に交わる。したがって、図２６に
示されるように、空乏層は、ｎ+型層１４（エミッタ領域）とｐ型層１３（ベース領域）
との両方において一様に広がる。したがって炭化珪素半導体装置の耐圧を確保することが
できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図３】
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